发明内容

本发明的目的是针对现有技术存在的不足，提供一种采用水镁石制备水滑石的方法，工艺简单、成本低廉、可大规模操作且耗能小，并且产物纯度高、晶相单一、晶型完整且热稳定性好。  

本发明以水镁石为镁源，以氢氧化铝为铝源，包括水镁石与氢氧化铝的非晶化和非晶化物质重结晶两个主要工艺步骤，具体方案如下：  

首先将水镁石和氢氧化铝按镁铝摩尔比为2～4组合混合物料，再将混合物料与氧化锆球按球料比50:1混合均匀，一并放入氧化锆球磨罐中球磨，然后加入质量分数占水镁石和氢氧化铝总量10%～20%的去离子水继续球磨；再将球磨后的物料与碳酸钠溶液按摩尔比Mg2+:CO32-=1.5～6混合，在60～80℃的水浴中搅拌晶化1～5h，搅拌转速为500r/min，最后经过洗涤、烘干，获得最终产物水滑石；  

所述的氧化锆球的尺寸为Φ10mm：Φ6mm=50:120；  

所述的球磨均采用行星式球磨机，球磨转速均为100～300rpm，球磨时间均为2～6h；  

所述的洗涤采用离心机离心洗涤，转速为1500r/min；  

所述的烘干时的温度为80℃。  

与现用技术相比，本发明的特点及其有益效果是：  

（1）原料来源广泛。我国水镁石资源储量丰富，以水镁石为镁源，可降低水滑石的生产成本，合理利用和开发我国优质水镁石资源，提高水镁石的利用价值；  

（2）工艺简单。整个工艺过程分为2大工序。每一工序需要控制的相关参数比较少，容易操作；  

（3）球磨过程中水镁石和氢氧化铝通过氧化锆的球磨使晶体颗粒的晶格畸变和颗粒非晶化，在设定好各种球磨参数后，得到的非晶化物质重复性好，产率高，使晶化后的水滑石结构稳定，产率高；  

  （4）图1为本发明实施例1制备的水滑石的XRD曲线，由图可见，代表层状结构的三个强度较大的特征衍射峰均出现在2θ=11.6°，23.3°，34.5°附近，面间距分别为d(003)=0.7603nm，d(006)=0.3818nm，d(009)=0.2600nm，其峰形强度高，基线低平，表明产品具有完整的层状晶体结构，且晶相单一，2θ=60.68附近的[110]晶面特征衍射峰峰形尖锐，表明制得的水滑石层板元素排列有序，结构完整；  

 （5）图3为本发明实施例1制备的水滑石的TG-DSC曲线，表明水滑石在升温过程中存在两个吸热峰，对应的TG曲线也有两个明显分开的失重台阶，这说明水滑石的热分解过程分两个过程，229.5℃附近的吸热峰对应层间水的脱除，407.8℃附近的吸热峰对应层板羟基及层间碳酸根阴离子的脱除，并标志着层状结构破坏；图4为通过共沉淀法制备的水滑石TG-DSC曲线，由图可见，在升温过程中也存在两个吸热峰，其吸热峰面积和失重速率要比图3大，表明共沉淀法制备的水滑石的层板羟基及层间碳酸根阴离子的脱除速率快，稳定性差，从而说明利用本方法生产的水滑石在热稳定性上高于传统方法制备的水滑石。  

附图说明：
图1为本发明实施例1制备的水滑石的XRD曲线；  

        图2为本发明实施例1制备的水滑石的FTIR曲线；  

        图3为本发明实施例1制备的水滑石的TG-DSC曲线；  

        图4为采用共沉淀法制备的水滑石的TG-DSC曲线。  

